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はじめにはじめにはじめにはじめに 自立 GaN 基板上メサ構造縦型 p-n 接合ダイオードの高性能化の基礎検討として電流の

横方向拡がりなどの知見を得るため、p 型電極端からメサ端までの距離に対するオン抵抗の変化

を評価したので報告する。 

実験実験実験実験 電極径 100 µm の円形電極を中心に有するメサ型ダイオードにおいて、電極端からメサ端ま

での距離 x を、0, 15, 25 µm などとした素子を試作した。図１に試作したダイオードの断面構造を

示す。これらのダイオードの順方向 I-V 特性を測定し、オン抵抗を評価した。 

結果結果結果結果 図２に順方向の I-V 特性評価結果を示す。 4 V における素子のオン抵抗は、x=0 のとき 0.63 

mΩ･cm2、x=15 のとき 0.62 mΩ･cm2、x=25 のとき 0.61 mΩ･cm2 となり、x に依存せずほぼ一定の

値となった。これは、p-GaN の横方向の抵抗が大きく、電圧印加時に p-GaN 内での電流の横方向

拡がりが非常に小さいためであると思われる。この結果から、少なくとも高電流密度領域での p-n

接合付近では電流の横方向の拡がりをほとんど考慮することなく、自立 GaN 基板上メサ構造 p-n

接合ダイオードの寸法設計が可能であることが示唆された。 

なお、本研究は環境省「未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション

事業」の委託を受けてなされた。 

 Fig. 1. Schematic structure of the GaN p-n diodes.     
Fig. 2. I-V characteristics of the diodes with different 

distances between the electrode and edge of mesa. 
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